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Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z elektroniki, fizyki fazy skondensowanej i fizyki molekularnej w zakresie kursow
prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Umiejetnosc¢ tgczenia wiedzy zdobytej podczas
wczesniejszych kurséw w celu zrozumienia zagadnien dotyczgcych materiatdw optoelektronicznych,
umiejetnos¢ pozyskiwania informacji ze wskazanych zrédet.

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom wiedzy szczegotowej dotyczgcej materiatdw stosowanych w optoelektronice. 2.
Rozwijanie u studentéw umiejetnosci rozwigzywania problemdéw z optoelektroniki w oparciu o uzyskang
wiedze.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

1. znajomos¢ wiasciwosci fizycznych materiatdw wykorzystywanych w optoelektronice

2. znajomos¢ aktualnego stanu zaawansowania i najnowszych trendéw rozwojowych optoelektroniki
3. znajomos$¢ i rozumienie procesu konstruowania i wytwarzania prostych urzadzenh elektronicznych i
optycznych



Umiejetnosci:

1. umiejetnos¢ dobierania materiatow optoelektronicznych do zastosowan laboratoryjnych i
inzynierskich

2. umiejetnos¢ korzystania ze zrozumieniem ze wskazanych zrédet wiedzy (wykaz literatury
podstawowej) oraz pozyskiwania wiedzy z innych zrodet

Kompetencje spoteczne:
1. zrozumienie potrzeby przekazywania spoteczenstwu informacji dotyczgcych osiggnie¢ w dziedzinie
optoelektroniki

Metody weryfikacji efektéw uczenia si¢ i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Forma oceny Kryteria oceny

Egzamin pisemny / ustny 3 - 51%-70.0%
4 -70.1%-90.0%

5-0d 90.1%

Egzamin pisemny / ustny 3 - 51%-70.0%
4 -70.1%-90.0%

5-0d 90.1%

Egzamin pisemny / ustny 3 - 51%-70.0%
4 -70.1%-90.0%

5-0d 90.1%

Tresci programowe

1. Materiaty dla elektroniki organicznej

a) klasyfikacja materiatéw do zastosowan w elektronice organicznej,

b) model dyfuzyjnego ruchu tadunkéw elektrycznych,

¢) modele iniekcji nosnikéw tadunku elektrycznego,

d) prad elektryczny w materiatach organicznych,

e) organiczne diody elektroluminescencyjne, organiczne ogniwa fotowoltaiczne.
2. Ciekte krysztaty

a) struktura chemiczna i podstawowe wtasciwosci fizyczne ciektych krysztatow,
b) fazy termotropowych ciektych krysztatow,

c¢) uporzgdkowanie dalekiego zasiegu w jednoosiowych fazach ciektokrystalicznych,
d) wybrane efekty elektrooptyczne wystepujgce w warstwach ciektych krysztatow,
e) displeje ciektokrystaliczne - budowa i zasada dziatania, zastosowania.

Tematyka zaje¢

I. Materiaty dla elektroniki organicznej

. Energia oddziatywania miedzy dwiema molekutami niepolarnymi.

. Energia oddziatywania miedzy dwiema molekutami polarnymi .

. Rodzaje struktur molekularnych.

. Sprezystosc, scisliwosc¢ i rozszerzalnosé cieplna materiatdw molekularnych.

. Dynamika molekularna w krysztatach (drgania).

. Rodzaje defektow strukturalnych.

. Putapki no$nikéw ftadunku tworzone w krysztatach molekularnych przez defekty strukturalne.
. Putapki no$nikéw tadunku tworzone w krysztatach molekularnych przez domieszki.

. Rodzaje pasm energetycznych w strukturach molekularnych.

10. Rodzaje ekscytonéw w strukturach molekularnych i ich ogélna charakterystyka.

11. Model dyfuzyjny migracji ekscytondéw.

12. Procesy ekscytonowe.

13. Dyfuzyjny model ruchu nosnikow tadunku w krysztatach molekularnych w polu elektrycznym.
14. Ruchliwos$é nosnikéw tadunku oraz metody jej wyznaczania.

15. Sposoby iniekcji nosnikow fadunku elektrycznego do materiatéw molekularnych.

16. Prad w materiale molekularnym ograniczony iniekcjg elektrodows.

17. Prad w materiale molekularnym ograniczony tadunkiem przestrzennym.
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18. Prady nosnikow tadunkéw dwoch znakéw w materiatach molekularnych.

19. Rekombinacja no$nikéw tadunku dwoch znakéw i model Langevine’a.

20. Warunki wydajnej rekombinacji promienistej (elektroluminescenc;ji) dla no$nikow fadunku dwdéch
znakow.

I. Ciekte krysztaty

1. Charakterystyka stanu ciektokrystalicznego.

2. Podziat ciektych krysztatow: termotropowe i liotropowe.

3. Struktura chemiczna termotropowych ciektych krysztatéw

4. R6zne rodzaje faz ciektokrystalicznych.

5. Metody identyfikacji faz ciektokrystalicznych.

6. Uporzadkowanie dalekiego zasiegu w jednoosiowych fazach ciektokrystalicznych.
7. Techniki eksperymentalne do okreslenia porzadku orientacyjnego mezofazy.
8. Wybrane efekty elektrooptyczne w ciektych krysztatach.

9. Zastosowania ciektych krysztatow: displeje ciektokrystaliczne, swiattowody.
10. Przyktady zastosowan liotropowych ciektych krysztatow.

Metody dydaktyczne
Wyktad: prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,00
Praca wiasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 20 1,00
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




